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   Ｈ０１Ｌ  33/14     (2010.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/10     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   33/00     ２１０　
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   Ｈ０１Ｌ   33/00     １８４　
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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月1日(2018.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
  基板と、
  前記基板上の金属層と、
  前記金属層上に形成され、発光層、前記発光層に対して前記基板側に配置された第１導
電型層、および前記発光層に対して前記基板の反対側に配置された第２導電型層を含む半
導体層と、
  前記金属層と前記第１導電型層とを電気的に接続しており、前記基板の法線方向から見
た平面視において前記基板の面内のほぼ全体に亘って離散的に配置された複数のコンタク
ト部と、
  前記半導体層上に形成され、パッド電極部と、平面視において当該パッド電極部から前
記複数のコンタクト部の間を縫って枝状に延びる枝状電極部とを含む表面電極と、
  前記基板の裏面上の裏面電極とを含み、
  前記コンタクト部のうち前記パッド電極部の周囲の第１コンタクト部と前記パッド電極
部との距離ｄ１と、当該第１コンタクト部とこの第１コンタクト部に最も近い前記枝状電
極部との距離ｄ２と、前記コンタクト部のうち前記第１コンタクト部よりも前記パッド電
極部から離れた位置の第２コンタクト部とこの第２コンタクト部に最も近い前記枝状電極
部との距離ｄ３との関係が、ｄ１＞ｄ２＞ｄ３を満たす、半導体発光素子。
【請求項２】
  前記枝状電極部は、前記半導体層の周縁部に配置された外周部と、前記外周部と前記パ
ッド電極部とを接続する中間部とを含み、
  前記距離ｄ２は、前記第１コンタクト部と前記中間部との距離であり、
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  前記距離ｄ３は、前記第２コンタクト部と前記外周部との距離である、請求項１に記載
の半導体発光素子。
【請求項３】
  前記半導体層は、平面視四角形状に形成されており、
  前記パッド電極部は、前記半導体層の略中央に配置されており、
  前記枝状電極部は、前記パッド電極部から前記半導体層の４つの端面のそれぞれに向か
って延び、さらに前記半導体層の各端面に沿って延びている、請求項１または２に記載の
半導体発光素子。
【請求項４】
  前記半導体層は、平面視四角形状に形成されており、
  前記パッド電極部は、前記半導体層の一つの角部に配置されており、
  前記枝状電極部は、前記パッド電極部から、当該パッド電極部が配置された前記半導体
層の前記角部から延びる端面に沿って延びている、請求項１に記載の半導体発光素子。
【請求項５】
  前記半導体層と前記金属層との間の絶縁層を含み、
  前記コンタクト部は、前記金属層の一部からなり、前記絶縁層を貫通して前記第１導電
型層に接続されている、請求項１～４のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項６】
  前記絶縁層は、ＳｉＯ２膜およびＳｉＮ膜の少なくとも一方を含む、請求項５に記載の
半導体発光素子。
【請求項７】
  各前記コンタクト部の径が、８μｍ～１５μｍである、請求項１～６のいずれか一項に
記載の半導体発光素子。
【請求項８】
  前記複数のコンタクト部の数が、２８個～６０個である、請求項１～７のいずれか一項
に記載の半導体発光素子。
【請求項９】
  前記半導体発光素子の発光面積に対する前記複数のコンタクト部の総面積で示される被
覆率（コンタクト部面積／発光面積）が、６％～４０％である、請求項１～８のいずれか
一項に記載の半導体発光素子。
【請求項１０】
  前記金属層は、Ａｕを含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項１１】
  前記基板は、シリコン基板を含む、請求項１～１０のいずれか一項に記載の半導体発光
素子。
【請求項１２】
  前記半導体層の表面は、微細な凹凸形状に形成されている、請求項１～１１のいずれか
一項に記載の半導体発光素子。
【請求項１３】
　前記第２導電型層は、平面視において、前記表面電極から露出する表面および側面を有
し、
　前記第２導電型層の前記表面は、前記第２導電型層の前記側面よりも粗い面である、請
求項１～１２のいずれか一項に記載の半導体発光素子。
【請求項１４】
　前記第２導電型層の前記側面は、前記発光層の側面と面一である、請求項１３に記載の
半導体発光素子。
【請求項１５】
　前記第２導電型層は、平面視において前記表面電極から露出する前記表面および前記側
面を含む第１層と、前記第２導電型層の前記表面に形成され、前記表面電極に覆われた第
２層とを含み、
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　前記第２導電型層の前記第２層は、前記表面電極と同じ形状を有している、請求項１３
または１４に記載の半導体発光素子。
【請求項１６】
　前記第２層は、前記第１層よりも高い不純物濃度を有している、請求項１５に記載の半
導体発光素子。
【請求項１７】
　前記第２層は、前記第１層よりも薄く形成されている、請求項１５または１６に記載の
半導体発光素子。
【請求項１８】
　前記絶縁層は、前記半導体層に直接接している、請求項５または６に記載の半導体発光
素子。


	header
	written-amendment

